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Verfahren zur Bewertung von aufoenommenen Blldem von Wafem 



Die Erflndung betriftt ein Verfahren zur Bewertung von aulgenommenen 
Bitdem von Wafem. 

In der Halbleitertertigung werden Wafer wahrend des Ferttgungsprozesses in 
5 elner Vielzahl von Prozessschritten sequentiell bearbeltet. Mil zunehmender 
Integrationsdichte stelgen die Anforderungen an die Qualitat der auf den 
Wafern ausgebikJeten Strukturen. Um die Qualitat der ausgeblkJeten 
Strukturen OberprOfen und eventuelte Defekte finden zu konnen, 1st das 
Erfordernis an die Qualitat, die Qenaulgkeit und die Reproduzierbarkeit der 
10 den Wafer handhabenden Bauteile und Prozessschrtne entsprechend. Dies 
bedeutet, dass bei der Produktion elnes Wafer mil der Vielzahl von 
Prozessschritten und der Vielzahl der aufzutragenden Schtehten an Photolack 
Oder Ahnllchem eine zuverlassige und frOhzeitige Erkennung von Defekten 
besonders wichtig 1st. Bel der optlschen Erkennung von Fehlern gilt es dabei 
15 die systematischen Fehier durch die Dickenschwankungen bel der Belackung 
der Haibleiterwater zu berQcksichtigen, um sornh einer Markierung von Stellen 
auf dem Haibleiterwafer zu vermeiden, die keinen Fehier beinhalten. 

Makroskopische Bilder von Hatbleiterwafern zeigen, dass die Homogenltat der 
Schichten oder Layer sich radial andert. Insbesondere bei der Belackung 
20 treten in den vom Mittelpunkt des Wafers entf emten Bereichen veranderte 

Homogenltaten auf. Wird wie blsher eine elnheitliche Empf indlichkeit Qber den 
gesamten Radius des Wafers fur die Bewertung von Biidern der 
aufgenommenen Wafer verwendet, so kommt es vor, dass die Abweichungen 
am Rand immer, jedoch Defekte im Inneren (nahe am Mittelpunkt des Wafers) 
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nteht detektlert warden. Wlrd eine hohe EmpflndUchkett gewfihlt, urn Defekte 
In homogenen Gebleten steher zu detektteren, so treten In den Randberelchen 
verstftrkte Fehtdetektionen auf , da die tnhomogenen Randbereiche nlcht 
Immer ale Fehler zu bewerten slnd. Urn dies zu verhindern, kann man die 
5 Randbereiche komplett ausklammern. Jedoch werden dann dort keine echten 
Fehler gefunden. Wahlt man dagegen elne geringere Empflndllchkelt so 
kommt ee zwar zu keinen Fehtdetektionen mehr, Jedoch konnen Fehler in den 
homogenen Gebleten nlcht gefunden werden. 

Der Erftndung liegt die Aufgabe zugrunde eln Verfahren zu schaffen, mil dem 
10 unter BerOckslchtlgung der tnhomogenltaten auf der Oberflache elnes Wafers 
elne eindeuttge Detektlon von Fehlern mogllch 1st. 

Dlese Aufgabe wlrd durch eln Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 
gelosl. 

Es 1st von besonderen Vorteil, wenn zuerst eln BikS mindestens elnes 
1 5 Referenzwaf ers aufgenommen wlrd. An Hand der Auf nahme erfolgt eln 
Ermltteln und Darstellen der radlalen Vertellung der Messwerte des 
Referenzwafers als eine radiate Homogenit&tsfunktion auf einem 
Userinterface. Ein radial abhangiges Empf Indllchkeitsprof lis wlrd unter 
BerOckslchtlgung der radlalen Homogenitatsfunktion des Referenzwafers 
20 verandert, wobei mindestens ein Parameter des Empfindlichkeitsprofils variiert 
wird, wodurch ein erlerntes Empfindtichkeitsprofll visuell aus dem Vergleich 
mit der radialen Homogenitatsfunktion bestimmt wlrd. Ermlttett werden Fehler 
auf mindestens einem weiteren Wafer an Hand des Vergleichs des erlernten 
radlalen Empfindlichkeitsprofils des Referenzwafers und der gemessenen 
25 radialen Vertellung der Homogenitatsfunktion des mindestens einen weiteren 
Wafers. Der Fehler auf dem Wafer tst durch das Unterschreiten des erlernten 
Empfindlichkeitsprofils durch die gemessene radlalen Vertellung der 
Homogenitatsfunktion bestimmt. Der gef undone Fehler wlrd auf einer 
bildlichen Darstellung des mindestens elnen weiteren Wafers marklert. 



WO 2005/006080 



3 



PCT/EP2004/050758 



Das ertemte Empfindllchkeltsproin 1st vom Absland zu einem Mittelpunkt des 
Wafers abhangtg. Dlese Abhanglgkeit resuIUert aus der Abhanglgkeit, die steh 
aus den Produkttonsprozessen der Wafer setbst ergtbt. Auf den Wafer werden 
f Or nachf olgende Uthographteche Prozesse Schtehten mh elnem Spinverf ahren 
5 aufgetragen. Allelne hieraus resullleren Dickenschwankungen der Schlcht 
Oder der Schlchten, die bef der Detektlon von Fehlern zu berOcksichtlgen 1st. 

Es slnd mehrere verschiedene Prof llformen aul dem Userinterf ace vorhanden, 
die zum Bestlmmen des ertemten Empftndllchkeltsprolil vom Benulzer 
ausgewahH werden konnen. 

1 0 Besonders geeignet haben slch drel verschiedene Profilformen erwlesen , die 
zum Bestimmen des erlernten EmpfindllchkeitsprofH vom Benutzer ausgewahit 
werden kOnnen. Dabel 1st elne erste Prof ilform unabhanglg von der radialen 
PosHIon auf dem Wafer. Elne zweite Profllform besteht aus einem ersten und 
elnen zweiten Abschnllt, von denen mlndestens elner in der Steigung 

15 verandert werden kann. Elne drltte Profllform 1st vorgesehen, die elnen ersten, 
elnen zweiten und elnen dritten Abschnltt aufwetet, wobel jeder Abschnitt 
unabhanglg im Niveau verandert werden kann. 

Mlndestens eln Parameter 1st verfinderbar, urn das Empfindllchkeitsprofil an 
radiate Homogenitatsf unktlon elnes Wafers anzuglelchen. Dabel steht 

20 mlndestens eln Parameter fOr die radiate Position eines Obergangs zwlschen 
zwei Abschnitten des Empfindlichkeitsprofils, die slch in der Steigung 
unterschelden. Eln welterer Parameter definiert das Niveau des 
Empfindlichkeitsprofils, wobel mlndestens drei Niveaus des 
Empfindlichkeitsprofils elnstellbar slnd. Das Niveau des Empfindlichkeitsprofils 

25 1st dabel auf das Niveau der radialen Homogenltdtsfunktion bezogen. Die 
Einstellung des Niveaus bzw. der Abschnltte mlt den unterschledlichen 
Stelgungen kann durch Jewells einen Slider verandert werden. 

In der Zeichnung 1st der Erflndungsgegenstand schematisch dargestellt und 
wird anhand der Flguren nachfolgend beschrieben. Dabei zeigen: 
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Fig. 1 eine schematteche Darsteilung elnes Systems zur Detektlon 

von Fehtern auf Wafern; 

Fig. 2a eine Darsteilung der Art der Auf nahme der Bilder Oder Bllddaten 
elnes Wafers; 

5 Fig. 2b eine schemaUsche Draufslcht au! elnen Wafer; 

Fig. 3 eine AusfOhrungsform elnes Userintertaces (Or die 

Parameterelngabe zum Festlegen elnes Empflndlichkeitsproflls fOr die 
Farbschwankungen auf der Oberfl&che elnes Wafers; und 

Fig. 4 eine AusfOhrungsform elnes Userinterfaces IQr die 

10 Parameterelngabe zum Festlegen elnes Empllndllchkeltsproflls fOr die radlale 
Abetehung der Oaten von elnem Histogramm. 

Rg. 1 zeigt eln System 1 zur Detektlon von Fehlern auf Wafern. Das System 1 
besteht z.B. aus mindestens einem Kassetteneiement 3 (Or die 
Halbleitersubstrate bzw. Wafer. In einer MesselnheH 5 werden Bilder bzw. 

15 Bllddaten von den elnzelnen Wafern aufgenommen. Zwlschen dem 
Kassetteneiement 3 fOr die Halbleitersubstrate bzw. Wafer und der 
Messeinheit 5 1st eln Transportmechanismus 9 vorgesehen. Das System 1 1st 
von elnem Gehause 11 umschiossen 1st, wobel das Gehause 11 eine 
Grundfl§che 12 detlnlert. Im System 1 1st femer eln Computer 15 integrlert. 

20 der die Bilder bzw. Bllddaten von den elnzelnen gemessenen Wafern 
aufnlmmt und verarbeitetet Das System 1 tsl mil elnem Display 13 und einer 
Tastatur 14 versehen. Mittels der Tastatur 14 kann der Benutzer Daten 
eingaben zur Steuerung des Systems Oder auch Parametereingaben zur 
Auswertung des Bllddaten von den elnzelnen Wafern machen. Auf dem 

25 Display 13 werden dem Benutzer des Systems mehrere Benutzerinterfaces 
dargestellL 

Rg. 2a zelgt eine schematisch Ansicht der Art und Welse, wie von einem 
Wafer 16 die Bilder und/oder Bilddaten erfasst werden. Der Wafer 16 1st auf 
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etner Tisch 20 aufgelegt, der Im Gehause 1 1 1n elner ereten Rlchtung X und 
elner zwelten Rlchtung Y verfahrbar 1st Die erste und die zweite Rlchtung X, 
Y eind senkrecht zuelnander angeordnet. Ober der Oberflftche 17 dee Wafere 
18 let elne BUdaufnahmeeinrichtung 22 vorgesehen, wobei dae Blldfeld der 

5 BUdaufnahmeeinrichtung 22 Welner let ale die geeamte Oberllache 17 dee 
Wafere 16. Um die geeamte Oberllache 17 dee Wafere 16 mil der 
BUdaufnahmeeinrichtung 22 zu erfassen, wtrd der Wafer 16 meandertormig 
abgeecannt. Die einzelnen nacheinander erfassten BildteWer werden zu 
elnem gesamten Bild der Oberllache 1 7 einee Wafere 1 6 zuaammengeeetzt. 

1 0 Die geechieht ebenf ana mit dem In Gehause 1 1 vorgeeehenen Computer 1 5. 
Um eine Retativbewegung zwlechen dem Tlech 20 und der 
Bndaufnahmeelnrlchtung 22 zu erzeugen, wird In dieeem AusfOhrungsbetsptel 
ein x-y-Scannlngtlech verwendet, der In den Koordlnatenrlchtungen x und y 
verfahrenen werden kann. Die Kamera 23 let hierbel gegenOber dem Tlech 20 

15 feet tnetalllert. Selbstverstandlich kann auch umgekehrt der Tlech 2 feet 

InstaMert eein und die BUdaufnahmeeinrichtung 22 fOr die Bildaufnahmen Qber 
den Wafer 16 bewegt werden. Auch elne Kombination der Bewegung der 
Kamera 23 In elne Rlchtung und dee Tiachea 20 in der dazu eenkrechten 
Rlchtung let moglich. 

20 Der Wafer 16 wird mit elner Beteuchtungeelnrichtung 23 beleuchtet, die 
zumindest Beretehe auf dem Wafer 16 beleuchtet, die dem Bitdfeid der 
BUdaufnahmeeinrichtung 22 enteprechen. Dutch die konzentrlerte 
Beleuchtung, die zudem auch m'rt elner Blitzlampe gepulst eein kann, sind 
Bildaufnahmen on-the-fly mdglicb, bei denen also der Tisch 20 Oder die 

25 BUdaufnahmeeinrichtung 22 ohne fOr die Btldaufnahme anzuhalten verfahren 
werden. Dadurch 1st ein groBer Waferdurchsatz moglich. NatOrllch kann auch 
fOr Jede Biidaufnahme die Relatfvbewegung zwischen Tisch 20 und 
Bildautnahmeeinrichtung 22 angehatten werden und der Wafer 16 auch in 
seiner gesamten Oberflfiche 17 beleuchtet werden. Der Tisch 20, 

30 Bildautnahmeeinrichtung 22 und Beleuchtungseinrichtung 23 werden vom 
Computer 15 gesteuert. Die Bildaufnahmen konnen durch den Computer 15 in 
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einem Spelcher 15a abgespeichert und geoebenenlafls auch von dort wieder 
aulgerufen warden. 

Rg. 2b zeigt die Drauf stent au! elnen Water 16, der aut einen Ttsch 20 
aufgelegt 1st. Der Wafer 16 besitzl einen Mittelpunkt 25. Auf dem Wafer 16 
5 warden Schlchten aufgetragen, die dann In elnem weiteren ArbeHsgang 
strukturierl werden. Hn atrukturterter Water umtaast elna Vietzahl von 
strukturlerten Elementen. 

Fig. 3 zeigt elne AusfQhrungaform elnea Usertnterfaces 30 fOr die 
Parametereingabe zum Festlegen eines Empflndlfchkeitsprollis 31 fOr die 
10 Farbschwankungen aut der Obertlfiche 17 elnea Wafers 16. Auf dem 
Usertnlerface 30 1st die Farbschwankung als eine Funktion 32 dea Radius des 
Wafers 16 aufgetragen. Die Abweichungen werden bewertet und die 
Schwankungen der Funktion 32 1st ein MaG fOr die Anderung der Faroe der 
Oberfldche 17 des Wafers 16 vom Mittelpunkt 25 des Wafers 16 aus gesehen. 
15 Die Funktion 32 bzw. Kurve erglbt slch aus dem Minimum aller auf elnem 
Abstand zum Mfttetpunkt 25 bzw. alter auf einem Radius liegenden 
Messwerte. Zur Anpassung eines Empfindlichkettsprofils 31 an die Funktion 
32 stehen dem Benutzer mehrere verschledene Profllformen 31a. 31b und 
31c zur VerfQgung, urn somlt eln erlerntes Empfindlichkeitsprofil 31 zu 
20 bestimmen und festzutegen. Das so bestimmte Empfindlichkeitsprofil 31 wird 
fOr Bestimmung und Kennzelchnung der Fehler auf anderen Wafers eines 
Loses verwendet. In der Produktton bzw. In der Anwendung des eingelernten 
Empfindlichkeitsprofil 21 wird dieses mrt den Messwerten der verschledenen 
Wafer eines Loses vergltehen. Eln Fehler wlrd dann charaktertsiert, wenn etn 
25 Messwert das erlernte Empfindlichkeitsprofil 31 unterschreitet. Das in Rg. 3 
dargestetlte Userlntertace 30 wird auf dem Display 15 dargesteltt und der 
Benutzer kann Qber die Tastatur 14 die erforderltchen Eingaben machen. 
Nachdem der Benutzer eine erste, eine zweite oder eine dritte Profiltorm 31a, 
31b Oder 31c ausgew&hlt hat, kann er diese Im vlsuellen Vergleich zu der 
30 Funktion 32 andern. Die VerSnderung eines radial abhSngigen 
Empflndlichkeitsprofils 31 unter BerOckslchtigung der radlalen Funktion 32 des 
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Reterenzwaters erfolgt derail, dass mlndestens eln Parameter der 
ausgewahlten Profllform varflert wlrd, wodurch eln erlerntes 
Empflndltehkeitsprofll vtsuell bestlmmt wird. Der Benutzer kann also auf dem 
Display visuen abschatzen, ob er mft der Anpassung dee 
5 Empllndllchkeltsprofils 31 an die Jewells aktuelle Funktlon zufrieden 1st Auf 
dem Userinterface 30 werden dem Benutzer Positionlerelemente 33 
dargestelU. Die Darstellung der Positionlerelemente 33 1st unter der 
graphlschen Darstellung der Empftndllchkeitsprotls 31 und der Funktlon 32 
angebracht. Die Lage der Positionlerelemente 33 kann z.B. Ober elne Maus 
10 (nicht dargestellt) verandert werden. Die zweite und die drltte Profiltorm 31b 
und 31c besitzen k6nnen mlndestens elnen Abschnltt aufwelsen, der elne 
andere Stelgung besitzt ats der Rest der Proliltorm. tn der In Rg. 3 
dargestellten AuslOhrungsform sind zwel Abschnitte In der Profiltorm 31 
vorgesehen, die sich in ihrer Stelgung unterschelden. Der Obergang von 
15 elnem Abschnltt zum anderen wird In Fig. 3 durch eines der 
Positionlerelemente 33 festgetegt. Auf dem Display 30 werden dem Benutzer 
eln Elnstellelement 35 fOr die Glattung des Empflndllchkeltsprofls 31 
bereltgestellt. Hinzu kommt, dass weitere Einstellelemente 36 fOr die 
Empfindlichkeit des Empfindllchkeitsprofis 31 dem Benutzer dargeboten 
20 werden. Mit der Vtelzahl an Elnstetlelementen 33, 35 und 36 kann der 
Benutzer das Empfindlichkeitsprofts 31 an die Funktlon 32 angletahen und die 
erfolgten Anderungen auf dem Display 13 zu beobachten und hinsichtlich ihrer 
Relevanz abschatzen. Das Userinterface 30 stellt den Benutzer ebenfalls 
noch elne Auswahlfeld zur 37 VerfOgung, mit dem er Emplindlichkeltsprofile 
25 von weiteren Relerenzwafern zu den bestehenden elngelernten 
Empfindllchkeitsprofilen hlnzufOgen will. Ferner hat der Benutzer die 
Mogllchkeit einen neuen Wafer als Referenzwafer zu verwenden und fOr 
dlesen eln neues eingelerntes Empflndlichkeltsprofil zu erstellen. In elnem 
Eingabefeld 38 erhalt der Benutzer die Information Ober die allgemeinen 
30 Elnstellungen hinsichtlich der Farbanderungen be! einem Wafer. Die 
Elnstellungen umfassen die Farbverschlebung und die Abweichung von einem 
Hlstogramm. In einem Auswahlfeld 39 wlrd dem Benutzer angezeigt weiche 
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Datenauswahl gelrollen Oder eingestellt worden 1st. In dem In Fig. 3 
dargestettten AuslOhrungsbelspiel 1st die Farbverschlebung ausgewahlt. Mit 
elnem OK-Button 34 bestatigt der Benutzer seine Etngaben bzw. 
Einstedungen. 

5 Rg. 4 zelgt eine AusfOhrungsform etnes Userlnterfaces tOr die 
Parameterelngabe zum Festlegen elnes elngelemten Empfindlichkeitsprofils, 
wobel ate Funktlon 40 die radiale Abeichung der Daten vom Histogramm 
dargestelil Bind. Die Darsteltung des Userlnterfaces aus Rg. 4 1st mit der 
Darsteitung aus Fig. 3 vergieichbar. Es wurden gletehe Bezugszelchen fQr 
10 gteiche Komponenten verwendet. FQr die Anpassung eines 
Empfindlichkeitsprofils 41 an die radiale Funklion 40 ist eine Protilform 31 
ausgewahlt, die drei Abschnitte aulwelst, die in der Steigung und/oder dem 
Niveau unterscheiden. Display visuell abschatzen, ob er mit der Anpassung 
des Empfindlichkeitsprofils 31 an die jeweils aktuelle Funktion zufrieden Ist. 
15 Die auf dem Userinterface 30 dargestellten Posltionierelemente 33 kfinnen 
vom Benutzer derart verschoben warden, dass sie die Lage der der 
Gbergange zwischen den einzelnen Abschnltten markieren. Die Darstellung 
der Posltionierelemente 33 ist unter der graphischen Darstellung der 
Empfindlichkeitsprofis 41 und der Funktion 40 angebracht. Hinzu kommt, dass 
20 weitere Einstellelemente 36 fOr die Empfindilchkelt des Empfindlichkeitsprofis 
31 dem Benutzer dargeboten werden. Mit der Vielzahl an Einstellelementen 
33, 35 und 36 kann der Benutzer das Empfindlichkeitsprofis 31 an die 
Funktion 32 angleichen und die erfolgten Anderungen auf dem Display 13 zu 
beobachten und hinslchtllch Ihrer Relevanz abschatzen. 
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Patcntanaorflche 



1 . Verfahren zur Bewertung von aufgenommenen Bildern von Wafem 
gekennzelchnet durch die folgenden Schrltte: 

5 - Aufnehmen des BHdes mindestens eines Referenzwalers, 

- Ermittetn und Darstellen der radialen Verteilung der Messwerte 
des Relerenzwafers ate eine radiate Homogenitatsfunktion auf 
elnem Userintertace, und 

- Verandern eines radial abhangigen Empfindlichkeitsprofils 

1 0 unter Berflcksichtigung der radialen Homogenitatsfunktion des 

Referenzwafers. wobei mindestens ein Parameter des 
Empfindlichkeitsprofils variiert wird, wodurch eln erlerntes 
Empf indiichkeitsprof li visuell aus dem Vergleich mh der radialen 
Homogenitatsfunktion bestimmt wird. 

1 5 2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das 
Ermitteln von Fehlern auf mindestens einem wetteren Water an 
Hand des Verglelchs des erlernten radialen Empfindlichkeitsprofils 
des mindestens einen Referenzwafers mil der gemessenen 
radialen Verteilung der Homogenitatsfunktion des mindestens 

20 einen weiteren Wafers erfolgt, wobel ein Fehler aus dem Vergleich 

der gemessenen radialen Verteilung der Homogenitatsfunktion und 
des erlernten Empfindlichkeitsprofils bestimmt ist. 
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3. Verf ahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzelchnet, dass dar 
Fehler durch das Unterschrelten das erlemten 
Empflndlfchkeiteprofits durch die gemessene radlaten Vertellung 
dar Homogenltatsf unktion bestlmmt 1st und a)8 solcher auf elner 

5 bildllchen Darstellung das mlndastena elnen weiteren Wafers 

markiert wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzelchnet, dass das 
eriernte Empfindlichkeitsprofn vom Abstand zum Mittelpunkt dea 
Wafers abhanglg 1st. 

1 o 5. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzelchnet, dass das 
mehrere verschiedene Profilformen zum Bestimmen des erlemten 
EmptlndUchkeitsprofil vom Benutzer ausgewahlt werden kdnnen. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzelchnet, dass drel 
verschiedene Profilformen zum Bestimmen des erlemten 

1 5 Empfindlichkeitsprofil vom Benutzer ausgewahlt werden konnen. 

7. Verfahrenen nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch 
gekennzelchnet, dass eine erste Protilform unabhangig von der 
radialen Position auf dem Wafer 1st. 

8. Verfahrenen nach elnem der Anspruche 1 bis 6, dadurch 

20 gekennzelchnet, dass eine zwelte Profliform elnen ersten und 

elnen zweiten Abschnitt aufweist, von denen mindestens elner In 
der Stelgung venlndert werden kann. 

9. Verfahrenen nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch 
gekennzelchnet, dass eine dritte Profillorm vorgesehen 1st, die 

25 elnen ersten, einen zweiten und elnen dritten Abschnitt aufweist, 

von denen mindestens einer in der Steigung verandert werden 
kana 



WO 2005/006080 



11 



PCT/EP2004/050758 



1 0. Vertahrenen nach einem der vorherigen AnsprOche, dadurch 

gekennzelchnet, dass mindestens eln Parameter veranderbar let, 
urn das Empflndilchkeitsprolll an radiale Homogenltatslunktlon 
elnea Wafers anzugleichen. 

5 11. Verfahren nach Anspruch 1 0, dadurch gekennzeichnet t dass 

mindestens ein Parameter die radiale Position eines Obergangs 
zwischen zwel Abschnitten des Empflndlichkettsproflls def Inlert, die 
slch in der Stelgung unterschekJen. 

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzelchnet, dass ein 
1 o Parameter ein Niveau des Empf indlichkeitsprof Hs def iniert, wobel 

mindestens drei Niveaus des Empllndlichkeitsprotils einstellbar 
sind. 

13. Verfahren nach Anspruch 1 2, dadurch gekennzelchnet, dass die 
Elnstellung des Niveaus durch Jewells einem Slider verandert 

15 werden kftnnen. 

14. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 1 3, dadurch 
gekennzelchnet, dass mehrere elngelernte Empflndlichkeitsprofile 
komblniert werden. 

1 5. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 13, dadurch 

20 gekennzelchnet, dass ein eingelerntes Emplindlichkeitsprofil 

jederzeit gegen ein neu eingelerntes Empf indlichkeitsprof il 
ersetzbar ist. 
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